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1. はじめに 

半導体デバイス製造工程におけるレジスト膜除去は酸素プラズマによるアッシングや薬液を用いた

ウェット処理がある。アッシングでは高温場による金属配線の酸化、薬液処理では分離・再利用にコ

ストがかかるといった問題がある。近年、研究開発が盛んな液中プラズマ技術は低温プロセスである

こと、反応性の高い活性種を大量生成できることからレジスト膜など高分子材料の除去技術として大

いに期待できる。本報では、スロットアンテナを用いたマイクロ波励起液中気泡プラズマ生成法 1,2)に

よりレジスト膜の中でも特に除去が困難とされているイオン注入型レジスト膜の除去特性を、イオン

種および注入時の加速エネルギーを変化させ検討したので報告する。 

2. 実験 

超純水を入れた容器上部よりテーパー石英で封じた矩形導波管を導入して、導波管終端部が液面下

となるように配置する。2.45 GHz のマイクロ波をスロットアンテナより超純水に照射し、アンテナと

シリコンウェハーと間に気泡プラズマを発生させる。B(ボロン)、P(リン)、As(ヒ素)を 10, 70 keVの加

速エネルギーで 5×1014 個/cm2 注入したノボラック系ポジ型レジスト膜に対して液中気泡プラズマの

照射時間を変化させ、レジスト膜厚の減少量より除去プロセスの過程を検討した。 

3. 結果 

 マイクロ波電力 P ~0.5 kWで on-time duty 25%、容器内

圧力~6 kPaの条件でプラズマ生成した。加速エネルギー10, 

70 keVで Pイオンを 5×1014個/cm2注入したレジスト膜を

照射距離 3.6 mmで 5~30 sec処理した。レジスト膜厚照射

時間依存性を図 1に示す。Pイオン注入レジストでは表面

から約 0.15~0.2 mは照射時間に対し膜が減少していき、

その後は AZ6112(イオン未注入レジスト)と同様の速度で

減少していく傾向がみられる。加速エネルギー10 keVのレ

ジスト膜はイオン注入によって形成された硬化層 3)が薄い

ためにより短い照射時間で膜が除去されているのではないかと考えられる。 
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図 1. 膜厚―照射時間依存性 
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